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화합물 반도체 특성 향상 기술개발
과기부, 중성빔 원자층 식각공정 적용 … 전자소자 스위칭 속도 향상

국내연구진이 기존 반도체 공정의 식각(에칭) 기술보다 성능이 월등히 향상된 중성빔 원자층 식각공정을 개

발해 화합물 반도체 전자소자의 상용화를 앞당기는 데 기여할 것으로 기대되고 있다.

과학기술부 테라급나노소자개발사업단은 10월30일 성균관대 염근영 교수팀과 광주과학기술원 송종인․장재

형 교수팀이 함께 중성빔 원자층 식각 공정을 처음으로 화합물 반도체 전자소자 제작에 적용해 화합물 반도체 

전자소자의 특성과 수율을 획기적으로 향상시키는데 성공했다고 발표했다.

중성빔 원자층 식각기술은 플라즈마를 발생시켜 전자장으로 가속시킨 다음, 전기적으로 중성화시켜 화합물 

반도체의 표면을 원자 두께로 깎아내는 것으로 반도체 표면에 전자회로를 구현하는 데 필수적인 기술이다.

연구진이 중성빔 원자층 식각기술로 반도체 소자를 구현한 결과 기존의 플라즈마 식각으로 만든 소자보다 

누설전류가 4분의 1로 줄고 동작속도는 30% 이상 빨라졌으며 60nm 전자소자에서 스위칭 속도가 400GHz로 

기존 소자보다 40-80GHz 향상된 것으로 확인됐다.

염근영 교수는 “중성빔 원자층 식각 기술은 화합물 반도체 표면을 전혀 손상시키지 않으면서 원자 두께로 

균일하고 정확하게 식각할 수 있기 때문에 기존 공정을 사용할 때보다 반도체 소자의 성능이 크게 향상되는 

것으로 보인다”고 설명했다.

화합물 반도체 전자소자는 실리콘 반도체 전자소자보다 스위칭 속도가 매우 빠르면서 소비전력은 10분의 1 

정도 낮아 현재 널리 사용되는 실리콘 CMOS 반도체를 대체할 차세대 반도체 전자소자로 기대를 모으고 있

다.

화합물 반도체 전자소자가 정상적으로 동작하려면 나노미터 수준의 회로 형성을 위해 식각 공정에서 전기

적, 물리적 손상이 없이 단일 원자층 수준으로 표면을 제거할 수 있어야 하는데 개발된 기술은 문제점을 극복

한 것으로 평가된다.

염근영 교수는 “연구성과는 화합물 반도체 전자소자 제작에 적용 가능한 기술을 처음으로 확립한 것으로 식

각기술 상용화를 통해 화합물 반도체 전자소자 사업화시기를 앞당길 수 있게 됐다”며 “앞으로 3-4년 사이에 

산업화에 적용할 수 있을 것”이라고 전망했다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재․재배포 금지>
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